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本研究では、垂直磁化膜から半導体へのスピンの注入[1]を目指して半導体基板上の垂直磁化膜

の作製技術を探索している。前回の講演では、EB 蒸着装置を用い、GaAs 基板上への平坦な強磁

性体薄膜の作製を MgO(30Å)/Co(3~15Å)/Ni(9~45Å)/Au(100Å)という構造で達成した。また、異常ホ

ール効果での評価では、垂直磁化特性が観測された。 

今回の講演では、引き続き、強磁性体の平坦薄膜形成およびスピントンネルの役割が期待され

る MgO バッファ層を用い、半導体基板（GaAs,InAs,InP）上に CoFeB 薄膜[2]を形成し、異常ホー

ル効果による垂直磁化特性および薄膜形成後の熱処理が垂直磁化特性に与える影響の評価を行う。

熱処理については、一定時間中で 50~250℃まで熱処理温度を変化させて行った。図 1 は、試料

構造 GaAs(100)/MgO(20Å)/CoFeB(10Å)/Pd(100Å)において窒素雰囲気中で温度設定 220℃、1 時間の

熱処理を行い、異常ホール効果により観測されたヒステリシス曲線である。前回、報告[3]した MgO

薄膜上の Co/Ni マルチレイヤーにおけるヒステリシス曲線と比較し、0 磁場における垂直磁化特

性がおおよそ 50%改善し、垂直磁気異方性がより大きくなっている。 
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図２ 測定サンプル構造 

図１ GaAs(100)/MgO(20Å)/CoFeB(10Å)/Pd(100Å) 

   構造における異常ホール電圧測定結果 

 

表 1 熱処理温度条件 
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